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Весьма важно в современных услови-

ях для сверхбольших интегральных микро-

схем обеспечивать в соответствующие ка-

чество и надежность. С чем это связано? 1 

Указанные компоненты входят в состав 

большого числа радиоэлектронных 

устройств, которые применяются в различ-

ных практических приложениях [1, 2]. 

Вследствие усовершенствования технологий 

появились возможности для того, чтобы 

формировать микросхемы, в которых разме-

ры элементов будут меньше 0,15 мкм. Это 

ведет к тому, что для материалов, на базе ко-

торых строятся микросхемы, также будут 

наблюдаться ужесточение по параметрам.  

Для микросхем в конструктивно-

технологическом исполнении можно уви-

деть изменения [3, 4].  

Энергия активации, а также физико-

технический процессы тесным образом 

связаны с диффузионными глубинами, а 

также толщинами слоев окислов и метал-

лов. Для микросхем могут наблюдаться 

отказы. С чем они связаны?  

Материалы и структуры подвешены 

изменением. Деградационные процессы 

бывают разные – радиационные, электри-

ческие, химические и др.  

Разные виды процессов оказывают 

разное влияние на соответствующие клас-

сы микросхем [5, 6]. Из этого вытекает 

необходимость формирования систем, поз-
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воляющих учитывать особенности функци-

онирования радиоэлектронных схем.  

Существуют несколько этапов, кото-

рые применяются в ходе создания микро-

схем. На рисунке 1 указаны основные под-

ходы, которые применяются для этапа раз-

работки. Физико-техническая экспертиза 

применяется для того, чтобы оценить каче-

ство микросхем. На рисунке 2 даны её ос-

новные этапы.  

Модели механизмов отказов активным 

образом используются в ходе оценок 

надежностей. На рисунке 3 показано, для 

каких составляющих будут применяться 

такие модели.  

Существуют методики, позволяющие 

осуществлять контроль по качеству микро-

схем [7, 8]. Они даны на рисунке 4. Резуль-

таты испытаний на базе тестовых схем да-

ют возможности для того, чтобы осуществ-

лять прогнозирование показателей надеж-

ности. Особенности отказов определяются 

на базе соответствующих элементов, кото-

рые входят в состав тестовых структур.  

Чтобы по тестовым структурам осу-

ществлять процессы испытаний требуется 

создание 2 выборок. Происходит измере-

ние параметров-критериев годности. Изме-

рение относится к режимам испытаний и 

нормальным условиям [9, 10].   

Анализируют то, как указанные пара-

метры будут зависеть от характеристик  

режимов испытаний. Одной из ключевой  

характеристик является время наработки  

на отказ.   

Критерием отказа считается выход 

указанных параметров вне диапазонов 

установленных норм. Также может быть 

полная потеря работоспособности. 
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Рисунок 1. Подходы, применяемые для этапа разработки интегральных микросхем 

 

 

 

 
Рисунок 2. Этапы физико-технической экспертизы интегральных микросхем 

 

 

 
 

Рисунок 3. Иллюстрация объектов, для которых применяются разрабатываемые модели 
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Рисунок 4. Виды методик для оценки качества микросхем 
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